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@ Verfahren zur Behandlung eines Fotoleiters.

@ Die Standzeit von insbesondere unter Verwen-
dung organischer Verbindungen hergestellten Foto-
leitern, die als Zwischenbildirdger flir Fotokopierge-
rdte und Laserdrucker dienen, 188t vielfach Wiinsche
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offen. Um sie zu erh&hen, wird vorgeschlagen, den
jeweiligen Fotoleiter einer Niedertemperatur-Plasma-
behandlung zu unterwerfen.
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VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG EINES FOTOLEITERS

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
handlung eines unter Verwendung organischer Ver-
bindunggn hergesteliten Fotoleiters, der als Zwi-
schenbildirdger flr Fotokopiergerdte oder Laser-
drucker genutzt wird.

Fotoleiter flir Gerdte der vorgenannten Art wer-
den unter Verwendung organischer Verbindungen,
Seien, Silicium oder auch Zinkoxid hergestellt, wo-
bei als organische Verbindungen vornehmlich
Phthalocyanine und Azoverbindungen in Betracht
kommen. Anders als Fotoleiter aus Silicium lassen
Fotoleiter aus organischen Verbindungen, die je-
weils auf einen im allgemeinen trommelférmigen
Tréger entweder aufgedampft oder in einer Disper-
sion mit einem Harz, wie Polycarbonat, aufgetragen
sind, hinsichtlich ihrer Kratz- und Reibfestigkeit zu
wiinschen {ibrig. Ahnliches gilt fiir aufgedampfte
Selenschichten. Die Empfindlichkeit der Fotoleiter
auf organischer oder Selen-Basis ist der Grund
daflir, daB die sie tragenden Trommeln oder Ban-
der entsprechender Gerdte verhdlinismdBig hdufig
ausgewechselt werden miissen. Aus den kurzen
Standzeiten resultieren Sondermdillprobleme, die
vor allem dann st6rende AusmaBe erreichen, wenn
der Fotoleiter und sein Tréger integraler Bestand-
teil einer sogenannten Entwicklungseinheit mit ei-
nem Gehduse sind, das zusitzlich u.a. einen Ein-
maltonerbehélier, Magnet- und Reinigungswalzen
sowie einen Coronadraht beherbergt. Derartige Ent-
wickiungseinheiten sind bei sich auf dem Markt
befindlichen Kopiergeréten im allgemeinen so aus-
gelegt, daB sich mit ihnen ca. 3000 DIN A4-Kopien
anfertigen lassen, d.h. sie werden nach verhéltnis-
miBig kurzer Zeit Abfall.

Es hat nicht an Bemiihungen gefehlt, als soge-
nannte Wegwerfkartuschen ausgebildete bekannte
Entwicklungseinheiten wiederverwendbar zu ma-
chen, indem man sie reinigt, erneut mit Toner
befiillt und gegebenenfalls den Coronadraht aus-
tauscht. Diesen zur Entlastung der Umwelt beitra-
genden Bemihungen sind indes bei den bekannten
Entwicklungseinheiten Grenzen gesetzt, die ihre
Ursache im frihzeitigen Unbrauchbarwerden der
Fotoleiter haben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zu schaffen, mit dessen Hilfe die Wider-
standsféhigkeit von unter Verwendung von organi-
schen Verbindungen und polymeren Bindemitteln
hergestellien Fotoleitern gegen mechanische Ein-
flisse und chemische Verdnderungen erh&ht wer-
den kann.

Die vorstehende Aufgabe wird erfindungsge-
mé&B dadurch gelSst, daB der Fotoleiter zur Verlén-
gerung seiner Haltbarkeit einer Niedertemperatur-
Plasmabehandlung unterworfen wird.
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Entwicklungseinheiten mit nach dem erfin-
dungsgemifen Verfahren behandelten Fotoleitern
lassen sich mehrfach warten und mit neuem Toner
befiillen. Die plasmabehandelten Fotoleiter verfi-
gen {ber eine erhdhte Kratzfestigkeit und eine ver-
besserte Widerstandsfdhigkeit gegen Angriffe des
bei der Coronaentladung entstehenden Ozons.
Frihzeitige mechanische Beschidigungen der Fo-
toleiter insbesondere in Form von Aufrauhungen,
die zu einem strenden Untergrund auf der Bild-
Kopie und somit zur Abnahme der Bildqualitat nach
wenigen tausend Kopien fithren, werden durch die
Plasmabehandlung verhindert. Durch Anwendung
des erfindungsgeméBen Verfah rens 188t sich die
Standzeit bekannter Fotoleiterfrommeln um das
Sechs- bis Zehnfache steigern und auf diese Wei-
se eine splrbare Senkung der Umwelibelastung
durch Abfall erreichen.

In der beigefiigten Zeichnung ist eine Anlage
zur Plasmabehandlung dargestellt, mittels deren
sich Fotoleiterirommeln 1 nach dem erfindungsge-
m&Ben Verfahren behandeln lassen. Zur Anlage
gehdrt eine Reaktionskammer 2, in der auf einen
Fotoleiter, der z.B. aus Diazopigmenten unter Ver-
wendung von Phenazindiazoniumsalzen, aus Azule-
nazoverbindungen in einem polymeren Bindemittel
wie Polycarbonat oder Polyvinylbutyral oder aus
Pentakis-Azopigmenten oder Trisazopigmenten in
Polyesterharz hergestellt ist, gleichzeitig Strahlung
und aktive Teilchen wie N, N~, N usw. einwirken.
Dabei kommt es zu Diffusions- und Vernetzungs-
vorgdngen, die die polymere Bindemitisl aufwei-
sende Deckschicht mechanisch resistenter machen
und darliber hinaus Fehlstellen und Kratzer durch
Ausheilung beseitigen. Als Plasma eignst sich ins-
besondere ein Nichigleichgewichisplasma. Zur Er-
zeugung des flr die Durchflhrung des Verfahrens
regelméBig verwendeten hochfrequenten Wechsel-
stroms dient ein Generator 3. 4 ist ein Motor zur
Einleitung einer Drehbewegung in die Fotoleiter-
trommel 1, deren Temperatur durch ein Thermo-
element 5 Uberwacht werden kann, dessen MeB-
werte ebenso wie die MeBwerte eines Druckmes-
sers 6 einem ProzeBregler 7 zugeleitet werden, der
Plasmaintensitét, Gaszusammensetzung, Gasmen-
ge, Druck und Temperatur steuert. Die jeweiligen
Gase, wie Argon, Helium, Stickstoff und Sauerstoff,
gelangen Uber Druckminderer 8,9, 10 in die Reak-
tionskammer 2, wobei sie einen oder meh rere
DurchfluBmesser 11 passieren. 12 ist ein einer Va-
kuumpumpe 13 vorgeschaltetes Druckregelventil.
Der Aufbau von Anlagen der beschriebenen Art ist
bekannt. Die Leistung des Generators 3 kann ge-
ring sein, da lediglich eine diinne Zone von einigen
Nanometern des Fotolsiters behandelt zu werden
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braucht. Auch der Bedarf an Gasen bleibt - da in
einer geschlossenen Reaktionskammer gearbeitet
wird - in engen Grenzen.

Anspriiche

1. Verfahren zur Behandlung eines insbesondere
unter Verwendung organischer Verbindungen her-
gestellten Fotoleiters, der als Zwischenbildirdger
fur Fotokopiergerdte oder Laserdrucker genutzt
wird, dadurch gekennzeichnet, daf der Fotoleiter
zur  Verldngerung seiner  Haltbarkeit einer
Niedertemperatur-Plasmabehandlung  unterworfen
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Behandlung im Niedertemperatur-
plasma eines Gasgemisches bei einem Druck von
0,05 bis 10 mbar erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Behandlung im
Hochfrequenz-Niedertemperaturplasma bei einer
Frequenz von etwa 10 bis 500 kHz erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Behandlung im
Hochfrequenz-Niedertemperaturplasma bei einer
Frequenz im Megaherzbereich erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Behandlung bei einer Frequenz
von 13,56 MHz erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Behandiung bei einer Frequenz
von 27,12 MHz erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Behandlung bei einer Frequenz
von 40,68 MHz erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Behandlung bei einer Frequenz
von 81,36 MHz erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Behandlung im
Hochfrequenz-Niedertemperaturplasma unter Mi-
krowelleneinwirkung erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Behandlung bei einer Frequenz
von 2,45 GHz erfolgt.

11. Verfahren nach einem der Anspriliche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daB die Behandlung im
Niedertemperaturplasma bei einer Leistung von 1
bis 20 Watt pro Liter Reaktionsvolumen erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Behandlung im Niedertemperatur-
plasma bei einer Leistung von 4 bis 10 Watt pro
Liter Reaktionsvolumen erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daf die Behandlung im
Niedertemperaturplasma sich Uber einen Zeitraum
von 1 bis 45 Minuten erstreckt.
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14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daB der Fotoleiter einem
Niedertemperaturplasma aus einem Gemisch aus
Argon und Stickstoff ausgesetzt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Gemisch aus gleichen Teilen
Argon und Stickstoff besteht.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, da die Behandlung bei einem
Druck von 0,1 bis 1 mbar 2 bis 5 Minuten dauert.
17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daB der Fotoleiter einem
Niedertemperaturplasma aus einem Gemisch aus
Schwefelhexafluorid und Sauerstoff ausgesetzt
wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Gemisch aus gleichen Teilen
Schwefelhexafluorid und Sauerstoff besteht.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, daf die Behandlung bei einem
Druck von 0,1 bis 1 mbar 3 bis 5 Minuten dauert.
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